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Ухудшение параметров р-МОП-транзисторов, вызванное «горячими» носителями, является важной проблемой надежности 
в современных схемах. Для определения изменения рабочих характеристик обычно контролируются такие параметры как 
пороговое напряжение, крутизна передаточной характеристики и рабочие токи. В этой статье рассмотрен метод тока затвора 
проведения ускоренных испытаний на деградацию параметров и проанализированы закономерности процессов деградации 
параметров р-МОП-транзисторов. 

 

Ускоренный тест на деградацию параметров МОП-транзисторов в результате воздействия 
«горячих» носителей основан на применении в процессе тестирования такого режима работы 
транзистора, при котором происходит генерация максимального количества «горячих» носителей 
(максимальный ток затвора, режим смыкания канала) без ущерба к целостности тестовой структуры. 
Методика должна соответствовать требованиям стандарта союзного государства[1] и 
международным стандартам[2].  

По методу ускоренных испытаний током затвора стрессовое воздействие производится на 
выборке тестовых транзисторов. Транзисторы испытываются при различных значениях стрессового 
тока затвора IGstress. Для каждого транзистора при ускоренных испытаниях определяется время 
отказа tTAR. Модель для времени отказа по методу тока затвора описывается выражением:  











W

I
bCt Gstress

TAR logloglog . 

Анализ линейной регрессии производится для получения коэффициентов (параметров 
подгонки) C и b. На рисунке 1 показан пример графика этой линейной зависимости. Величина 
тангенса угла наклона прямой линии на графике соответствует коэффициенту b, а отрезок, 
отсекаемый на оси ординат, равен logC. Величины C и b могут варьироваться в зависимости от 
условий стрессового воздействия и технологии изготовления транзисторов[3].  

 
Рисунок 1 – Пример построения линейной зависимости по результатам ускоренных испытаний  

по методу тока затвора для определения коэффициентов C и b 

Метод ускоренных испытаний на основе увеличения тока затвора является удобным и 
наиболее эффективным в использовании. Чем больше величина тока в затвор, тем больше 
количество горячих электронов в канале и ускоренные испытания будут более эффективны. 
Экспериментально можно подобрать режимы испытаний, обеспечивающие максимальную величину 
тока затвора. Проведение испытаний в этих режимах обеспечит наиболее эффективные ускоренные 
испытания. По этой причине этот метод испытаний и положен в основу разработки методики 
проведения ускоренных испытаний. 
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